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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成25年10月10日(2013.10.10)

【公開番号】特開2010-174373(P2010-174373A)
【公開日】平成22年8月12日(2010.8.12)
【年通号数】公開・登録公報2010-032
【出願番号】特願2010-141(P2010-141)
【国際特許分類】
   Ｃ２５Ｄ   3/32     (2006.01)
   Ｃ２５Ｄ   5/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２５Ｄ   3/32    　　　　
   Ｃ２５Ｄ   5/50    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年8月20日(2013.8.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　ａ）複数の相互接続バンプパッドを有する半導体ダイを提供し；
　ｂ）前記相互接続バンプパッド上にシード層を形成し；
　ｃ）１種以上のスズイオン源、金属イオンが銀イオン、銅イオンおよびビスマスイオン
からなる群から選択される、１種以上の合金形成金属イオン源、１種以上のフラボン化合
物、並びに２，４－ジチア－１，５－ペンタンジオール、２，５－ジチア－１，６－ヘキ
サンジオール、２，６－ジチア－１，７－ヘプタンジオール、２，７－ジチア－１，８－
オクタンジオール、２，８－ジチア－１，９－ノナンジオール、２，９－ジチア－１，１
０－デカンジオール、２，１１－ジチア－１，１２－ドデカンジオール、５，８－ジチア
－１，１２－ドデカンジオール、２，１５－ジチア－１，１６－ヘキサデカンジオール、
２，２１－ジチア－１，２２－ドエイカサンジオール、３，５－ジチア－１，７－ヘプタ
ンジオール、３，６－ジチア－１，８－オクタンジオール、３，８－ジチア－１，１０－
デカンジオール、３，１０－ジチア－１，８－ドデカンジオール、３，１３－ジチア－１
，１５－ペンタデカンジオール、３，１８－ジチア－１，２０－エイコサンジオール、４
，６－ジチア－１，９－ノナンジオール、４，７－ジチア－１，１０－デカンジオール、
４，１１－ジチア－１，１４－テトラデカンジオール、４，１５－ジチア－１，１８－オ
クタデカンジオール、４，１９－ジチア－１，２２－ドデエイコサンジオール、５，７－
ジチア－１，１１－ウンデカンジオール、５，９－ジチア－１，１３－トリデカンジオー
ル、５，１３－ジチア－１，１７－ヘプタデカンジオール、５，１７－ジチア－１，２１
－ウンエイコサンジオール、および１，８－ジメチル－３，６－ジチア－１，８－オクタ
ンジオールから選択される１種以上の化合物を含む組成物と前記半導体ダイとを接触させ
て、前記組成物に電流を流すことにより、前記相互接続バンプパッド上にスズ－合金相互
接続バンプ層を堆積させ；並びに
　ｄ）前記相互接続バンプ層をリフローする；
ことを含む方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　１種以上のフラボン化合物が組成物中に含まれる。このような化合物は、スズ合金堆積
物に良好な粒子構造をもたらし、同時に、この組成物から堆積されるスズ合金相互接続バ
ンプに均一なマッシュルーム形態をもたらす。このようなフラボン化合物には、これらに
限定されないが、ペンタヒドロキシフラボン、モリン、クリシン、クエルセチン、フィセ
チン、ミリセチン、ルチンおよびクエルシトリンが挙げられる。フラボン化合物は１～２
００ｍｇ／Ｌ、または例えば、１０～１００ｍｇ／Ｌ、または例えば、２５～８５ｍｇ／
Ｌの量で存在することができる。
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